Glowne tematy i zagadnienia poruszane na wyktadzie
UKLADY ELEKTRONICZNE |

(mozna je traktowaé jako pytania teoretycznej czsci wyktadu)

Podstawowe elementy elektroniczne (wykiad 1)

1. Podstawowe parametry elementow pasywnych iedhy charakterystyczne (Modele
zastpcze; rad wielkasci elementow pasytniczych).

2. Modele diody (projektowanie uktadéw diodowych):

= Shockley’a, SPICE,

= matosygnatowy,

= odcinkowo-liniowy,

= stalego napria,

= idealny.
Model pojemnégci pasaytniczych diod (pojemni dyfuzyjna i zhkczowa).
Podstawowe parametry diody (typowe dane katalegdypowe zakresy warkoi).
Zmiany parametréw diody z temperatur
Gtowne ranice pomedzy typami diod (Shottky, prostownicza, prgapca itp.).
Niektore diody specjalne i ich parametry (Zenepmjemndciowa, tunelowa,
wsteczna, LED, fotodioda, fotoogniwo).
Transformator (parametry, rodzaje, schematpesy petny i uproszczony).
Gtowne rodzaje prostownikow (schematy i zasaiatahia).
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Prostowniki — zasilacze niestabilizowane (wyktad 2)

1. Praca prostownika z olageniem rezystancyjnym.

2. Prostownik z obgieniem pojemngciowym (napgcia i prady - przebieg w funkciji
czasu, wartéci skuteczne maksymalngrednie).

3. Znieksztalcenia wnoszone do sieci przez zaslaogtowne zadania normy IEC555.

4. Zasilacze z filtrem indukcyjno-pojemémowym (schemat, zalety i wady).

5. Powielacze nagtia (schematy, zasada dziatania).

Tranzystory (wykiad 3)

I.  Tranzystor bipolarny.

Konfiguracje tranzystora — rodzaje, wdavosci.
Model Ebersa — Mola.

Model matosygnatowy ,hybryd” dla OE, OC, OB.
Czstotliwosci graniczne tranzystora.

Hybrydowe parametry typu h dla OE, OC, OB.
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[I. Tranzystor polowy.

6. Tranzystor JFET — rodzaje (typ n, p), feiavosci, charakterystyki.
7. Tranzystor MOSFET z kanatem zubaym (normalnie wdczony) — rodzaje (typ
n, p), wiaciwosci, charakterystyki.



8. Tranzystor MOSFET z kanatem wzbogacanym (norimaliytaczony) — rodzaje (typ
n, p), wiaciwosci, charakterystyki.
9. Matosygnatowy admitancyjny schemat zpsky tranzystora polowego.

Uklady zasilania tranzystorow (wykiad 4)

1. Punkt pracy tranzystora bipolarnego — zasadardoIlSOA.

2. Punkt pracy tranzystora unipolarnego — zasabtlardg SOA.

3. Statyczna i dynamiczna prosta pracy — wyznaezaédwna prostych, potgenie
prostych na charakterystykach tranzystora.

4. Stabilné¢ punktu pracy tranzystora — wplyw zmian tempergtumgpotczynniki
stabilizacji.

5. Uklad ze statym pdem bazy — wigciwosci, rownania opisuajce ukiad.

6. Uktad ze statym pdem emitera — wikaiwosci, rownania opisujce uktad.

7. Uktad ze sprzeniem kolektorowym — wkeiwosci, rownania opisajce uktad, zasada
dziatania sprzzenia.

8. Uklad potencjometryczny ze spieniem emiterowym — wigiwosci, rodwnania
opisupce uktad, zasada dziatania sgmenia.

9. Ukfady zasilania z nieliniowymi elementami —zage, wigciwosci.

10. Uktad zasilania tranzystora unipolarnego z daombdiami zasilania — réwnania
opisupce, wiaciwosci.

11. Uktad zasilania tranzystora unipolarnego z maltyczra polaryzacy bramki —
réwnania opisujce, wigciwosci.

12. Uktad zasilania tranzystora unipolarnego — pajtametryczny — rdwnania opisige,
wiasciwosci.

13. Uktadzrodta padowego — lustro pdowe — ukiad, rownia opisage, wiaciwosci.

Podstawowe uklady wzmacniaczy (wyktad 5)

Schemat blokowy — sterowanie, parametry robocze.
Klasyfikacja wzmacniaczy.

Konfiguracja OE parametry robocze.

Konfiguracja OC parametry robocze.

Konfiguracja OB parametry robocze.

Konfiguracja OS parametry robocze.

Konfiguracja OG parametry robocze.

Konfiguracja OD parametry robocze.

Konfiguracja OE whciwosci w wysokich i niskich cgstotliwosciach.
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Sprzezenie zwrotne (wykiad 6)

1. Sprzzenie zwrotne — definicja, rodzaje, étavosci.

2. Elementarna teoria speznia zwrotnego (ETSZ).

3. Sprzzenie zwrotne ujemne — rodzaje, wdavosci, przykiady.
4. Wptyw SZ na wrdiwos¢ wzmochienia.

5. Wplyw SZ na liniowé¢ uktadu.

6. Wplyw SZ na zakiécenia i szumy.

7. Wplyw SZ na impedangjejsciowa wzmachniacza.

8. Wplyw SZ na impedangjvyjsciowa wzmacniacza.

9. Wplyw SZ na charakterystyki gztotliwosciowe wzmacniacza.
10. Stabilné¢ uktadu ze SZ.



Klucze (przelaczniki) analogowe (wyktad 7)
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Idealny klucz — rzeczywisty klucz, parametry.

Rodzaje kluczy — wikaiwosci.

Klucz diodowy — schemat, wigiwosci, zasada dziatania.
Tranzystor JFET jako klucz — zasada dziataniasamvosci.
Tranzystor MOSFET jako klucz — zasada dziatamiasciwosci.
Tranzystor bipolarny jako klucz — zasada dziatantasciwosci.

Wzmacniacze padu staleqo (wyktad 8)

I.  Wzmacniacz rgnicowy.
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Rodzaje WR.

Charakterystyki statogpdowe i czstotliwosciowe WR.
Liniowos¢ WR.

Zastosowanierodet padowych w WR.

Wegciowe: pad i naptcie niezrownowzenia WR.
Zalety i wady WR zbudowanych z tranzystoréw pgioh.
Wzmacniacze edicowe w strukturach scalonych.

[I. Wzmacniacz operacyjny.

8.
9.

Podstawowe parametry i charakterystyki WO.
Model idealnego WO.

10. Budowa WO.

11. Charakterystyki estotliwosciowe WO. Kompensacja biegunem domgoym.
12. Szybké¢ zmian napicia wyjsciowego WO.

13. Rodzaje WO.

Zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych (wyktad 9)
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Wzmacniacz odwracgly. Masa pozorna.

Wzmacniacz nieodwraeayy i wtornik napécia.

Kompensacja w&giowych: padu i napécia niezréwnowzenia.

Sumatory zbudowane w oparciu o WO.

Wzmacniacze tdhicowe zbudowane w oparciu 0 WO. Wzmacniacz pomigro
Wzmacniacz catkagy: uktady podstawowy i stratny.

Wzmacniacz riniczkujgcy: uktady podstawowy i zmodyfikowany.

Przesuwnik fazy zbudowany z WO.

Przetworniki pgd-napgcie (I/U) i napgcie-prad (U/l) zbudowane w oparciu o WO.

Filtry aktywne (wykiad 10)

=
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Filtry aktywne: rodzaje i parametry.

Rodzaje charakterystyk gstotliwosciowych filtrow aktywnych. Wspétczynnik
ttumienia.

Sekcja bikwadratowa: dolno-, gorno-, pasmowgmizéowa i pasmowozaporowa.
Filtr aktywny Sallena - Key’a.

Filtr aktywny z wielokrotnym ujemnym sgrzeniem zwrotnym.

Symulacja rezystancji za pomgarzehczanej pojemrei.

Filtry aktywne C — przetzane.



Stabilizatory napieé i pradéw (wyktad 11, 12)

Co to jest stabilizator — definicja.

Gtéwne parametry stabilizatoréw.

Wspotczynniki stabilizaciji.

Stabilizator parametryczny z dipdenera (Dioda Zenera, projektowanie, parametry).

Stabilizator wtornikowy z diadZenera.

Stabilizator réwnolegty a szeregowy.

Zrodia napié¢ odniesienia (typy i parametry).

Stabilizatory kompensacyjne — zasada dziatania.

Zabezpieczenia w ukladach stabilizacyjnych.

10. Zabezpieczenia przegeniowe (typy, projektowanie).

11. Stabilizatory scalone (schematy podstawoweamatry, stabilizatory o ustalonym
napkciu i napgciu regulowanym).

12. Stabilizator z zaciskami pomiarowymi (zasadatdnia, schemat).

13. Charakterystyki impulsowe stabilizatoréw i spmg poprawy ich parametréw.

14. Stabilizatory prdowe — przyktadowe schematy, podstawowezzaiei.
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Wzmacniacze mocy (wykfad 13)

Rodzaje i parametry wzmacniaczy mocy.

Charakterystyka klas pracy elementu aktywnegewmmacniaczach mocy.
Wzmacniacze mocy pragag w klasie A.

Wady i zalety zastosowania transformatoréw wenaaniaczach mocy klasy A.
Wzmacniacze mocy pragag w klasie B.

Wzmacniacze mocy praguag w klasie AB.

Stabilizacja punktu pracy tranzystoréw we wzniacrach klasy AB.
Zwickszenie mocy wygiowej i ograniczanie maksymalnegagu wyjsciowego we
wzmacniaczach klasy AB.

9. Przedwzmacniacze we wzmacniaczach mocy klasy AB.

10. Zwigkszenie mocy wygiowej w scalonych wzmacniaczach mocy klasy AB.
11. Rezonansowe wzmacniacze mocy klasy C i E.

12. Impulsowy wzmacniacz mocy klasy D.
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Wzmacniacze szerokopasmowe i impulsowe (wykiad 14)

Wzmacniacze szerokopasmowe i impulsowe -saikapsci i parametry.
Znieksztatcenia odpowiedzi impulsowej wzmacréacz

Wplyw pojemnéci wzmacniacza na pasmo wzmachiacza OE.
Charakterystyki estotliwosciowe wzmacniaczy: amplitudowa, fazowa i api@nia
grupowego.

Zwiazek pomgdzy parametrami gstotliwosciowymi i czasowymi wzmachiaczy.
Sposoby rozszerzania pasma wzmacniaczy.

Wzmacniacz kaskodowy OE — OB.

Niesymetryczny wzmacniaczadcowy OC — OB.

Szerokopasmowy wtornik napia.

10 Wzmacniacze impulsowe z korekgrzbietu impulsu.

11. Scalone wzmacniacze szerokopasmowe.
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